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AlN はその物性値より、深紫外発光デバイスの基板材料として注目されており、AlN 基板

上に深紫外 LD を作製することにより、卓上レーザー加工機や医療用途等の新分野での応用

が期待されている。今後の高効率な AlGaN 系深紫外線 LD の開発には、転位密度が低い高

品質な AlN の作製が課題となっている。一方で、AlN 基板の価格は未だに高く、低価格な

高品質 AlN テンプレートの開発も重要な研究課題である。我々は AlN テンプレート上にス

トライプ状の貫通転位のない部分を形成し、その上に LD 構造を作製することを目標とし、

様々な条件で選択横方向成長（ELO）を行ってきた[1][2]。本研究では、これまでの ELO-AlN

サンプル上に多重量子井戸（MQW）を作製し、その発光特性を調査した。また、従来の ELO-

AlN の調査をもとに、低転位領域の拡大の検討を行ったため報告する。 

これまでの ELO-AlN の検討より、ステップバンチングを利用した成長に成功し、図 1 に

示すように低転位領域と転位密集領域がストライプ状に存在する AlN テンプレートの作製

してきた。この ELO-AlN 基板上に AlGaN-cap/MQW/n-AlGaN を作製し、CL 測定を行った

ところ、図 2 に示すように転位密度を反映した CL 像が得られた。さらにステップバンチン

グが促進による低転位領域の拡大を目的として、成長時間を増やしてELOを行った（図3(a)）。

また長時間成長させた ELO-AlN の転位評価をアルカリ性エッチングにより行ったところ、

図 3(b)に示すように、テラス部分でほぼ無転位領域を形成することができた。その他詳細な

調査や検討は当日にて発表する。 
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図 3 (a) ELO-AlN の成長モデ
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図 2 表面 CL 像 
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図 1 (a) ELO-AlN の成長モ

デル(b) 転位評価 
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